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11, 1 — Pn BAGLAMASI (Pn - JONKSIYONU):

Bir Pn - baglamasi, p - germanyum ile

- n - germanyumdan teskil edilebilir. Bu hal-
de kristal iki farklr elektriksel bolgeyi ihti-
va eder. Bunlardan biri vericiler = donoren,
digeri alicilar = acceptoren'la karakterize
edilir, iki bolge arasinda az veya ¢ok keskin
bir sinir ylzeyi o'up,, bir sinir teorik olarak
diizlemseldir. Elektriksel karakterleri farkli
iki germanyum parcasinin bu sekilde bag-
lanmasiyla, dogrultucu olarak kullanilabilen
yizey diodu imal edilebilir. Bu yiizey diodu
yiizey seklinde teskil edi'mis olan kontak yer-
" lerini haizdir. (Sekil: 1) boyle bir diodun se-
matik gosterilisi olup, sinir yiizeyinin sagin-
da ve solundan alman kiiciik bir kesit bii-
yiitiilerek resmedilmistir. Sol tarafta diizgiin
aralikla siralanan alicilar = acceptoren da-
yire i¢inde (—) isaretle, sag tarafta bulunan
vericiler = donoren dayire icinde (+)- isa-
ret'e gosterilmiglerdir. Bundan evvelki yazi-
mizda (n- Ge ve p- Ge) paragrafinda ta-
mimlandig1 tizere tzere" vericiler elektronla-
rin atom Kkafesi icinde serbest dolastiklar1 ve
artik (+) cekirdekleri ihtiva etmelerinden
dolayr '(+) isaretini haizdirler. Benzer sekil-
de de alicilar (—) isaretle gosterilistir. iki
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bolge arasindaki simr, bir diiseyle gosterilmis
olup; solda serbest delklerden bir yigin, sag-
da da karsit bir elektron yigim1 goriilmekte-
dir. Elektronlar ve deliklerle az miktarda di-
ger tarafta da bulunurlar. Nihayet biitlin sa-
hada’ tutulma yerleri'inden bir miktar goste-
rilmistir.

Biitlin saha, kristale herhangi bir gerilim
tatbik edilmedigi ve 1sisal dengelilik mevcut
o'dugu halde dahi bir elektrik alani teskil et-
mektedir; ancak smnir yiizeyinden higbir akim
akmamaktadir. Karsihikli akimlarin birbirle-
rini kompanse etmeleri dolayisile denkliligin
teskil edilip edilmedigi bakimindan, durum
tetkik edilebilir. Bu tetkikte'sol tarafta bulu-
nan bir delik dikkate alinmalidir.

(Sekil: 2 -a) Pn-sahasini gostermekte-
dir. Sol tarafta delikler bulunur. Kenar, tek
bir deligin enerjisinin gosterilebilecegi diisey
eksen olarak kullanilabilir. Potansiyel egrisi
sola dogru yiikselir ve n - sahasinda maksi-
mumuna erisir. Yani, sekiiden de goriilecegi
uzere; delikler p - sahasinda algcak seviyede
bulunurlar. Yalniz bunlardan birkaci yiiksek
bir alan seviyesinde bulunup, bunlar yaymim
( = difuzyon) yoluyla n - sahasina gecerler.
[Sekil: 2 - b) ] de bu yayinmay1 miiteakip ne
olacagi goriilmektedir. Delikler ya bir (T)
omriinden sonra bir tutulma yerinde kaybo-
lurlar, veya tekrar p - sahasina gecerler. De-
liklerin tutulma yerlerinde tutulmasiyla den-
ge durumunun degismesi icap ediyor gibi go-
riniyorsa da, bu tutulma yerleri tarafindan
evvelce tutu'mus -olan deliklerin bir kismimin
yemden serbest hale ge¢mesi de dikkate alin-
malidir. Ve boylece statik durum; saga dogru
akan bir delik akimiyla, yeniden meydana ge-
len deliklerden hasil olan ve sola dogru akan
diger bir delik akimiyla karakterize edilir. Bir
deligin n - sahasinda girebildigi ortalama de-
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rinlik L = (—)
T

(L) yayinma derinligi,
(T) Oomiirdtr.

ile hesaplanabilir. Burada

(D) yayinma sabiti ve
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Benzer gozlemler n - sahasindaki elekt-
ronlar icin de vakidir; bu esnada da uygun
olanlar cereyan eder

I1, 2 - np - DOGRULTUCULAR (JONKSIYON
DOGRULTUCU) :

Yukardaki paragrafin etiidiinden, Kkristal
parcasinin sinir ylizeyinde bir gerilimin mev-
cut oldugu neticesine varilabilir. [Sekil: 3 -
a)] da gerilimin sifira esit oldugu notir du-
rum gosterilmistir, ki bu bir deligin bir kris-
tal kesiti boyunca sinir yilizeyi civarindaki po-
tansiyel enerjisini gostermektedir. Ve (Sekil:
2) nin aynidir. Ok uzunlugu; saniyede 1 cm’
deki delik sayisi ile Olgiilen akim siddetine
izafe edilmistir. ilk halde her iki akim esit
biiytikliikte, fakat zit yondedirler. Kristal cu-
bugunun her iki tarafina ylizey elektrotlari
vasitasiyla; negatif kutup solda, pozitif ku-
tup sagda olmak iizere, biliylikge bir gerilim
tatbik edildikte, kristal kesiti icinde yatay
dogrultuda homogen bir alan siddeti hasil
olur. Bu durumda bu gerilim elektronlar igin
bir ge¢irme gerilimi anlami, delikler icin de
bir 6nleme gerilimi anlami ifade eder. Konan
gerilim n - sahasinda enerji seviyesini biliylit-
mektedir. Buna gore ancak pek az miktarda
delik n - sahasina varmaya muvaffak olur,
saga akan akim cok kiiciik bir degere iner.
Buna mukabil n - sahasinda mevcut, olan o6li
noktalar, evvelce oldugu gibi bu durumda da
p - sahasina dogru doyma siddetinde bir akim
hasil etmektedir. Anlatilan dogru  [Sekil
3-6) de gosterilmistir. [Sekil: 3-c)] de ge-
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riiimin kutuplan degistirildigi ha' deki vazi-
yet gosterilmis olup, potansiyel egrisi diizleg-
mistir ve bu halde sinir yiizeyi lizerinden sa-
ga dogru gegmek pek cok delik icin mimkiin
olur, bu suretle saga dogru akan akiin yiiksek
bir degere c¢ikar. Sola dogru akan akim ise
hemen hemen ayni doyma siddetini muhafa-
za eder.

I1, 3 - DOGRULTMA BAGINTISI:

Olayin matematik ifadesinin bulunmasin-
da statik mekanik esaslanndan hareket edil-
melidir. Enerji seviyesini artiran her (KT)
enerji miktan (K = Boltzman sabiti, T =
mutlak sicak'ik) ile beraber, olay1 basarabi-
len delik sayist (e) de 1 ine diiser. Baslangic-
ta, yani gerilim yokken bir baglangic seviye-
si vardir. (U) geriliminden otiuru, (e) bir
elektronun yiikii olduguna gore; (e U) ener-
ji miktan alan degisimine sebep olur. Saga
dogru akan akim dr), sola dogru akan akim
di ile gosterildigine gore,

eU/KT
I1°71.e
r 1

ne

eU/KT
| =l —1=1 (e
delik r 1 1
(U) gerilimi mevcut olmadigr zaman, de-
lik akiminin siddeti sifir olma'idir ve bu yu-
kardaki bagintidan da kolaylikla goriilebilir.
Elektron akimi da aynr sekilde analize
edilebilir. Deliklerin potansiyelini azaltan bir
gerilim tesis edilmisse, bu gerilim n - sahasin
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da bulunan elektronlarin potansiyelini de al-
caltir. BoOylece yiikseltilmis delik akimi ile
birlikte daha da biuiyilik bir elektron akimi
hasil olur. Bu halde delikler ve elektronlar
tarafindan hasil olan toplam akim, beraber-
ce hesaplanabilirler. Toplam doyma akimi (Is)

ve (U) gerilimiyle bagimli olarak; I = Is
eU/KT '
(e — 1) dogrultulmus akim bagintisi

bulunur ve bu ifade kafi dogrulukla pn - bag-
lantist icin de caridir.

Is doyma akimi P - ve n - sahalarinin
ozellikleriyle bagimhidir. Eger sadece delikle-
re izafe edilen (I,) akimimi dikkate alirsak,
su durum artoya cikar.

Bir deligin n - sahasi icindeki omrii (t),
normal delik yogunlugu (Pn) olsun. Her de-
lik n - sahasinda ortalama olarak (t) saniye
yasar ve sonra bir elektronla birlesir. Bu hal-
de lcm’ icinde 1 saniyede (Pn/t) sayida de-
lik, elektronla birlesmektedir. Bilindigi tze-
re termik dengelilik durumunda bu kadar
delik hasil olmaktadir. (1* akimi, esasen (L)
yayinma derinligi icinde yeniden meydana
gelen deliklerden hasil olmaktadir. Buna go-
re akim siddeti;

D .
(

I, = eL Pn/t = ePn )2 olur. [ Par.

. b
I1I, Ide L = (——) ] ,) akimi, (t) om-
t

riniin kiiclilmesinin  karesiyle ters _orantili
olarak biuyiir. (Pn) degeri n - sahasindaki
elektron yogunluguylada bagimlidir. Ayrica
elektron yogunlugu n - sahasinin (Tn) {iet-
kenligiyle orantilidir. Bu dikkate alindikta,
I, akimu;

b Ti’ KT

I = ifadesi ile ve-

(1 +b)> Tn. L e
rilir.
Bu ifadede; (I,) birim ylizeydeki doyma aki-

‘n

mi, (b= (

) ve (/') bir elektronun ha-
/vp n
reketiyeti, (/" ) bir deligin hareketiyeti, (Ti)
saf germanyumun iletkenligi, (Tn) n - saha-
sinin iletkenligidir.

Benzer bir ifade, elektron akimi igin de
bulunabilir. Goriildigu tlzere Pn - dogrultu-
culan teorik olarak oldukc¢a basit ifade edile-
bilmektedir. Sivri uclu dogru'tucular daha
fazla giicliik arzederler ve bunlarin incelen-
mesinde Pn - dogrultucular esas tutulup, o6zel
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geometrik miinasebetler dikkate alinir Atom
olaylar1 prensip olarak aynidir.

YUZEY TRANSISTORLARI ve BENZER

TRANSISTORLAR
11, 4 - npn - TRANSISTORU: npn - trarf-
P

sistoru 2np - baglamasindan miitesekkildir.
Atom ici olay, tek boyutlu olarak cereyan
eder ve bu olay iyi bir tetkik sagladigi gibi;
nokta transistoru ve diger transistor cesitle-
ri i¢in de analizin esasini tegkil eder.

Kristal pargast 2 n - sahasiyla, bunlarin
arasindaki I p - sahasindan miitesekkildir.

Sol saha (yayici = emitter), bir alternatif
akim kaynagi ile kapatilmistir ve orta saha
(basis = taban) ile baglanmistir Sag saha

(toplayict = kollektor), bir ( +) on gerfimi
haiz olup, biiyiik bir direng lizerinden taban
(= basis) ile baglanmistir.

[Sekil-: 4 - a)]' gerilim baglanmadan ev-
velki i¢c durumu gostermektedir. 2 verici (=
donor) saha ile 1 ahci (= acceptor) saha
gorilmektedir.  Serbest elektrik tasiyicilari
(elektronlar ve delikleri), (—) ve (+) isaret-
leriyle gosterilmiglerdir, [b)] bir deligin alan
seviyesini, [c)] bir elektronun alan seviye-
sini gostermektedir, [d)] de yalniz toplayi-
c1 (= kollektor) a bir (+) gerilim tatbik
edildikte bir elektronun potansiyel enerjisi
gorilmektedir. Orta- tabaka igin potansiyel
farki blylimdstiir, [e)] yayict (= emitter)
devresine bir isaret verildigi zamanki duru-
mu gosteriyor. Eger isaret pozitifse; yayict ve
taban'in tegkil ettigi np - baglamasi dolayi-
sile ileriye dogrultulur. Bu halde cok sayida
elektron, yayici'dan taban tabakasina niifuz
ederler. Taban tabakasi ¢ok ince olup, yakla-
stk olarak (L) yayin (= difuzyon) derinligi
uzunlugundadir. Yaklasitk olarak 1 mm. Bu
suretle elektronlarin yalniz kii¢iik bir kismi
taban tabakasinin tutulma yerlerinde yutu-
lurlar. Gen kalan biiyiik kismi ise taban'la
toplayict arasindaki pn - baglamasi vasitasiy-
la toplayici'ya gegerler Boylece akim ampli-
fikasyonu vuku bulur. Taban tabakasinin tu-
tulma yerlerinde yutulan kisim, kiiciik taba-
ka genisliklerinde ihmal edilebilecek kadar
onemsizdir. Netice olarak sunu ifade edebili-
riz :

Eger yayic1 (= emitter) akiminin biitiin
degisimleri bu surece toplayict (= kollektor)
akimina gecerse, yukardakl Sebeple taban
(= basis akiminda hicbir degisiklik hissedil-
mez ve «topraklanmig yayici = topraklanmig
emitter» baglantili bir npn - transistoru, ne-

EMM. - 14
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gatif 1zgarali bir triyot gibi"calisir. Ancak de-
lik akimindan hasil olan ve taban'dan yayi-
ci'ya dogru akan bir akim da bu meyanda
zikredilmelidir.

Akim amplifikasyonunun  biytkligini
asagidaki diisiince tarziyla bulabiliriz:

Delik akimi, normal bir pn - baglamasi
akimidir ye yukarda II, 3 - isaretli paragraf-
taki I, gibi; ayni bilgilerle ayni1 yoldan bulu-
nabilir. Bu delik akiminin, elektron akimina
oran1 (WTp/LTn) dir. Ve burada (D, delik-
ler n - sahasindaki yayinma derinligi; (W) -
orta tabakanin kalinligi -, elektronlarin p - sa-
hasinda yayinma derinligi olarak alinmisglar-
dir. Simdi taban potansiyeli degistirilirse; bu

E. M. M. - 14

degisme yayict sahasi vasitasiyla oldugu ka-
dar, taban sahasi vasitasiyla da toplayiciya
intikal eder Elektron akimi da degisir, keza
taban'dan yayictya dogru olan delik akimi
da degismektedir. Taban sahasinda lektron-
larin noétralizasyonu ihmal edilebildigine go-
re, taban akimi, yayici'ya dogru olan delik
akimindan ibarettir. Boylece akim amplifi-
kasyonu; dogrudan dogruya elektron akimi-
nin degismesinin, delik akiminin degisimine
orani degerindedir. (LTn/WTp)

Akim ampKfikasyonu katsayisi, bdyle bir
ylizey transistorunda 100 e ve daha fazlaya
kadar degerler alabilir.

Eger bir transistor, yukarda «Topraklan-
mis yayici = topraklanmis emltter» baglan-
tisinda kullaniliyorsa, yiiksek bir amplifikas-
yonu miimkiin kilan i¢ direngleri haiz olur.
Toplayici (= kollektor) devresindeki ¢ikis
direnci yiiksektir, zira toplayici sahasi umu-
miyetle doymustur Toplayict gerilim yakla-
stk olara 0,1 volt'tan biiylik ise; toplayict aki-
mi1 pratik olarak, toplayici geriliminden ba-
gimsiz olur. (Basit bir pn - baglantisinda ge-
nel hal.) Buna gore, cikis direnci hemen he-
men sonsuz olabilir. Gercekten ¢ikis direng-
leri «birkag megaohm» degerindedirler.

Diger taraftan; elektron akimi taban po-
tansiyeline cok bagimli olup, oldukca yiiksek
yayiclt akimi degerleri verir. Bu suretle tek
bir amplifikator katinda 50 dB lik giic amp-
lifikasyonu elde edilebilir. Yayici ve toplayi-
c1 sahalarindaki (t) omri yliksekse ve keza
iletkenlik de biiyiikse, doyma akimi «mikro-
amper» seviyesine diisiiriilebilir. Bctylece 1
mW. giiclindeki ostiator ve amplifikatorler
yapmak, Imkfin dahiline girer.

II, 5 - BIR Pn - BAGLAMASINDA BOS
BOLGE:

Transistorlarin incelenmesinde bos bol-
ge deyimi ortaya cikmaktadir. Bir pn - bag-
lantisinda, termik dengelilikteki p - ve n -
sahalar1  arasinda bir potansiyel diismesi
mevcuttur. Bu potansiyel diismesi, «verici ve
alicilar (= donoren ve acceptoren)» m her
iki sahada yigilmig olan hacim yiikseklerin-
den dogar. Vericiler ve alici' ar o sekilde dii-
zenli boliinmislerdir ki; [Sekil: 5 - a) ve -
b)] de gosterildigi gibi her iki saha arasin-
da bir sinir bulunur. Potansiyel diismesi ne-
ticesinde dPHkler ve elektronlar yerlerini ‘de-
gistirip, sinirdan geri c¢ekilirler [c) ve - d)].

‘Dar sinir sahasinda [ - e¢)] de goriildigi tlize-

re bir elektrostatik dipol tabakasi hasil olur.
Dipol tabakasi icinde delik ve elektron sid-
detleri kiiciiktliir ve hacim yiiklerini notrali-
ze etmeye yetmez. Pn - sahasinda daha bii-
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yik bir gerilim tatbik edilirse bos bolge [f)]
- de goruldigli Uzere daha da genisler.

«Bos bolge» deney yoluyla da tahkik edi-
lebilir. Pn - baglantili bir kristal parcasinin
kapasitesi Olculiir. Bog bolge bir dielektrik ta-
bakasi teskil etmektedir. Gergi kiiciik deger-
de bir doyma akimi akarsa da, alternatif
akim direnci bahis mevzuu olmamaktadir.
Kristal pargasi bir kondansator gibi caksir.
Ve bunun dielektrik sabiti, cok saf german-
yumun degerindedir.

«Bos bolge», baska bir yolla da gosterile-
bilir. Kristal parcasina takriben 85 Voltluk
bir gerilim tatbik edilir ve kristalin st yii-
zeyindeki potansiyel, buraya dokundurulan
bir"volfram teli ile kontrol edilir, n - veya p-
sahalarinda potansiyel sabit kalir. Fakat si-
. nir hattinin dar sahasinda sekerek degisir.

Bazi hallerde bos bolgenin genisligi tak-
riben 0,03 mm. degerine kadar yiikselmekte-
dir.
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TRANSISTOR CESITLERI

II, 6 - A - TRANSISTORU :

Ticarette kullanilan A - transistoru [Se-
kil: 6 -] daki gibidir. Kiiciik ve ince bir bo-
runun bir tarafina kiiclik bir n - germanyum
kristali konmustur ve bu taban iletkeni ola-
rak kullanilan duvarla irtibatlidir. 2 adet,,
yaklagik olarak 15 mikron kalinhiginda fos-
for - bronzdan mamul tel, Kkristal {izerine
oturtulmus olup; birbirlerine karst yalitilmig
olarak borunun diger ucundan cikmaktadir-
lar. Yuvarlak bir gozetleme deligi ve bir lup-
la kristal yiizeyinde ayarlama yapilabilir.
Iki u¢ arasindaki mesafe 50 mikronun altinda
olmalidir. Boru miiteakiben, mekaniksel sta-
biliteyi yikseltmek ve gozetleme deligini ka-
patmak i¢in balmumu ile doldurulur.

II, 7 - V - ve KOAKSITEL TRANSISTOR :

A - germanyumdan yapilmig A - transis-
toru gibi, P -+ germanyumu kullanilarak P -
germanyum transistoru elde edilir. Park, sa-
dece transistolara tatbik edilen gerilimlerde-
dir. Potansiyel farki igin nispet noktasi ola-
rak «taban» alinir ve buna (sifir) potansiyel
verilir. A - transistorunda sol Kkontak, yani
«yayici'da (0-1) volt arasinda kiigiik bir po-
zitif gerilim; sag kontak, yani «toplayici» da
(10-100) volt arasinda veya daha buylik de-
gerde bir negatif gerilim mevcuttur. P - tran-
sistorunda durum  yukardakinin aksidir.

!

N

IR IR SR T IS NIRS T TN IEF,

IR SRSV ORI ESSENTEENN

\

(o)}

SEKIL:

B.M. M. - 14,



«Toplayici» da yiiksek degerde bir pozitif ge-
rilim, «yayicr» da kiiciik degerde bir negatif
gerilim vardir.

Her iki kontagi, en fazla 50mukron ara-
kkla yanyana yerlestirmek giicliigii karsisin-
da, koaksiyel - transistor ortaya ¢iktt Her iki
kontagi karsi karsiya yerlestirip, germanyum
kristalini bu noktada, istenilen iletimi temin
edecek incelikte yontmak dusiinii” du. Bu di-
zen neticesinde; daha iyilestirilmis mekanik
ve elektriksel stabiiite elde edildiginden bas-
ka, giris ve. cikis devrelerinin elektrostatik
ayriligt da saglanmis olur. Karakteristikler
A - transistoru'ndakinden pek az farkladir.
Ancak seri imalatta, kiicik bir kristali, ge-
rekli 50 mikron kalinhiginda yontmak zorlu-
gu belirmektedir. Ayrica ikinci kontagi, koak-
siyel olarak, birincinin tizerine oturtmak da
kolay degildir. Bundan otiiri bir kama sekli
kullanilir ve kontaklar her iki taraftan bu
kamanin lizerine oturtulur.

p-Ge
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II, 8 - GEAT - TRANSISTOR :

«Keskin kama agizli transistor» diyebile-
cegimiz bu diizen; siuf, elastik bir metal (fos-
for bornz) iizerine oturtulmus 2 yan - ilet-
ken (germanyum) parcasindan mitesekkil-

E.M. M. - 14

dir. Bu germanyum parcalari, her iki tara-
findan iyice keskinlestirilmislerdir ve aynen
diz bir ylizey pargasi tesiri gosterirler. Sert
agiz, tel ucundan daha stabildir. Bu 2 kristal
birbirlerine karsi yalitilmig olarak’ 5-10 mik-
ron aralikli olarak yerlestirilmislerdir.

11, 9 - YUZEY - TRANSISTORU (JONK-
SIYON TRANSISTOR) :

" Yukarda siraladigimiz  transistor tipleri,’
nokta transistorlar1 adi altinda toplanabilir-
ler ve bunlarin hepsi ayni elektriksel oOzeligi
haizdirler. Bir baska grup Jonksiyon veya yii-
zey transistorlari'mi teskil eder. Bunlarda,
transistor olaylarinin vuku buldugu sinir
yerler, diizgiin ylizeyler olarak tesis edilmis-
lerdir. Bu transistorlar iki geometrik (cubuk
veya dilim) sekilde ve iki elektriksel (npn-
transistor veya pnp - transistor) Ozelikte ya-
pilabilirler. [Sekil: 8 - ]

Bir pnp - transistoru su sekilde yapilir.
Bir n - germanyum dilimi, sicakligi german-
yumun ergime derecesinin (958 C°) altinda
olan sivi indiyumun icine daldirihr. indiyum
p.tomlan her iki taraftan dilimin icine girip,
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yiizey seklinde birer cephe teskil ederler. Iki
cephe birbir'erine kritik mesafe kadar, tak-
riben 50 mikron yaklasirlar. Bu mesafe, ya-
banci atomlarin yogunluguna ba&imhdir. 1
cm’ te 10° atom bulunmalidir. Bu halde
cephe yiizeylerinde 10° n - atomuna Kkarsi,
1> p - atomu mevcut olur ve p - tarafinda
da 10° n - atomu mevcuttur. Yiizeyin arka-
sinda p - atomlanmn yogunlugu biiyiik mik-
tarda artmaktadir. Son durum [Sekil: 9 -]
daki gibi olur. Kesitte 3 saha gorilmektedir.
Ortadaki sahada 1 cm’ te 10" miktarinda n -
atomu mevcuttur. Buna gére toplam olarak;
10" germanyum atomuna karst I n - atomu
hesabiyla, 10” atomu haizdir. Orta tabaka,
yaklasik olarak 50 mikron kalinliginda olup.

31



.Cre P.Gcf
%
7L
o 500} %
(N
//// 70
{ij {(}OJS /012
SEKIL: 9

icinde az miktarda p - atomlar1 bulunur. Her
iki temas yiizeyi, orta sahayla birlikte tran-
sistorlarin elektronik ‘olaylarinin vuku buldu-
gu yeri teskil etmektedir.

iL 10 - TRANSISTOR OZELLIKLERININ
KARSILASTIRILMASI :

Genel olarak yiizey transistorlarinin fay-
dalan. Nokta ., transistorlarinin faydalarina
ustiin gelir. Ancak; frekans sahasinda nokta
transistorlar1 ustiindiir. Nokta transistorun,
amplifikator ve odeon olarak 10 MHz lik bir
ust sinin havidir, osilator olarak da bu deger
takriben 10 misli degere cikabilir. Yiizey tran-
sistorlan amplifikator olarak tam randiman-
la yalniz - birkag KHz. e ve orta randimanla
da birkac 100 KHz e cikabilir.

Diger bakimlardan asagida araladigimiz
ozellikler, yiizey transistorlarini tstiin kilar:

1 — Kisa devre stabilitesi: Giris ve cikig
empedanslart daima pozitiftir. Empedanslar,
nokta transistordakilerine nazaran daha az
kntiktir.

2 — Yiiksek akim amplifikasyonn: Nok-
ta transistorunun akim ampldfikasyon fakto-
ri 2, bazan biraz daha fazla deger alabilir.
Yiizey transistorunda bu faktér 40 ve daha
fazla olabilir.

3 — Yiksek glic kazanci: Nokta transis-
torunda maksimum 20 - 30 dB. lik; ylizey
transistorunda ise rahatca 40 - 50 dB. lik gii¢
kazanci elde edilebilir.
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4 — Maksimum yiikleme: Yiizey transis-
torlan, 2 Watt'a kadar, bazan daha da fazla
gic tasir. Buna mukabil nokta transistorla-
rinda bu deger 50 -100 mW. tir.

5 — Calisma kabiliyeti cok kiicik glic-
Yiizey transistolanyla teskil edilen ses
da bir osuator,, 0,1 volt. luk bir ilave
gerilimle yalmz 0,6 mikrowaltiik glice 1ht1yag
gosterir. Nokta transistorunda ise ilave geri-
lim takriben 10 misli fazla olmalidir.

6 — Ses frekanslarinda giiriiltii ve 1shik-
lar yoktur: Nokta transistorunda bazan ilet-
rkenlerin veya madeni levhalarin 6zel frekans-
lan zuhur edebilir.

7 — Algak hisirt1 faktorii: Yiizey tran-
sistorlarinda 1 KHz. de 10-20 dB. arasinda-
dir. Buna mukabil nokta transistorlannda
bu deger 2 veya 3 misli fazladir.

8 — Mekanik olarak basit yapilis ve yiik-
sek carpim mukavemeti:

9 — Sicaklik hassasiyeti: Yiizey transis-
torlarinda ust sinir + 50 C° — + 70 C° veya
daha da fazladir. Nokta_ transistorlan daha
az dayaniklhidir. )

Gelecek yazimizda, transistor karakteris-
tiklerinden bahsedecegiz.
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